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１．概要（Summary） 

低抵抗 n 型 Si（n-Si）層を電極金属と 4H-SiC の間に

挿入した構造を形成することで、従来の形成法であるシリ

サイド化に依らない手法でオーミックコンタクトが得られる

ことを報告してきた。オーミックコンタクトになる要因を明ら

かにすることを目的に、マスクレス露光装置を用いてコン

タクト抵抗率を評価するための TLM電極パターンの形成

と電気特性の温度依存性を評価した。結果、オーミックコ

ンタクトが形成される要因として、トンネル電流が支配的な

電流伝達機構であることが示唆された。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

厚さ 370 μmの n型 4H-SiC基板を RCA 洗浄、フッ

酸処理後、スパッタ堆積法により基板温度 300 oC でリン

（P）不純物がドープされた a-Si 層を膜厚 50 nm 堆積し

た 。Fig. 1) その後 1200oC のランプアニールにより

a-Si 層を結晶化させた。真空蒸着法により Al を成膜後、

マスクレス露光装置を用いてフォトレジストをパターンニン

グし、アルミニウム電極をエッチングし、電極面積が 50×

200μmで、電極間ピッチが 20 ~ 100μmのTLM電極パ

ターンを形成した。そして電極部以外の Si 層を除去する

ため、Alのエッチングが抑制された TMAH系アルカリ溶

液により電極下以外の Si層をエッチングした。その後、温

度を変えながら電流電圧測定を行い、温度依存性からキ

ャリアの伝導機構を考察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

TLM 電極を用いて、電気伝導度の温度依存性につい

て評価した。その結果をFig. 2に示す。トンネル電流機構

である Ni/SiC, Ti/SiC [1] 構造と同様に電気伝導度の

温度依存性は見られなかった 。 この結果よ り 、

Al/n-Si/4H-SiC 構造のキャリアの伝導機構はトンネル伝

導であると感がられる。以上の結果から Si 層を電極金属

/SiC間に挿入することでポテンシャル障壁が低減され、か

つ Si層の不純物濃度が高いことでポテンシャル障壁が薄

くなり、キャリアがトンネリングすることでオーミックコンタクト

が得られたと考えられる。 

 

Fig.1 Fabrication process of Al/n-Si/SiC structure. 

 

Fig. 2 Temperature dependence of contact 

resistivity. 
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